
ПОЛУПРОВОДНИ
КИ

              Полупроводники представляют собой 
широкий класс материалов, в кото рых 
концентрация подвижных носителей заряда 
ниже концентрации атомов, но может 
меняться под действием температуры, 
освещения, небольшого коли чества примесей.



Полупроводники

Полупроводники в таблице 
Менделеева



Полупроводники

Кристалл 
германия

Поликристаллический 
кремний
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Кристаллическая 
структура кремния и 

германия

Плоская схема 
структуры 
германия
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Образование свободного электрона и 
дырки
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Электронные оболочки 
германия
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Энергетическая структура зон собственного 
полупроводника:

а – при температуре Т = 0; 
б – при температуре Т>0; 

● – электрон; ⚪ – вакансия (дырка)
 



Полупроводники
Удельная электропроводность собственного 
полупроводника
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Удельная электропроводность собственного 
полупроводника
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АЛЛОТРОПИЯ   
КРЕМНИЯ

Кристаллический 
кремний

Аморфный 
кремний
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Бинарные 
соединения
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МЕТОДЫ  
РОСТАМетод 

Чохральского

Схематическое изображение печи Чохральского для 
роста монокристаллов Si
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МЕТОДЫ  
РОСТА

Метод Бриджмена. 

В методе Бриджмена,  как и в методе Чохральского, затравочный 
кристалл находится в контакте с расплавом. Однако вдоль длины 
тигля создается температурный градиент, так что температура 
около затравочного кристалла ниже точки плавления. Тигель 
может располагаться горизонтально или вертикально для 
контроля конвекционных потоков. По мере роста кристалла 
градиент температуры смещается вдоль тигля с помощью 
нагревателей, расположенных вдоль печи, или путем медленного 
движения внутри печи ампулы, содержащей затравочный 
кристалл.



Полупроводники
Эпитакс
ия

Эпитаксия (от греческого epi – на, над; taxis – расположение, порядок) 
– это упорядоченное нарастание одного кристаллического материала 
на другом, т.е. ориентированный рост одного кристалла на 
поверхности другого (подложки). 

Стандартная реакция получения пленки кремния
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Механизм самоорганизованного 
роста тонкого слоя на 

поверхности монокристалла



Спасибо за 
внимание!


